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[背景] プラズマを利用した半導体製造装置内部の部材として使用される Y2O3 の反応性プラズ

マに対する変化は、プロセスの安定性に大きな影響を与えている。しかしながら、プラズマに含

まれるイオンおよびラジカルによる材料表面の物理化学的変化は明らかではない。今回、我々は、

酸化膜エッチングに広く使用されているフルオロカーボンプラズマに含まれる低エネルギーCF3
+

および F+イオンの Y2O3表面における反応を評価した。 

[実験] 質量分離イオンビーム装置を用いて CF3
+および F+イオン（入射エネルギー：100-1000 

eV ）を Y2O3 に照射し、表面化学状態の変化を X 線光電子分光分析法（XPS）により評価した。

さらに、反応性イオン照射による化学的変化の深さ分析のため、Ar+イオンによるエッチング毎に

XPS 測定を行った 

[結果] 300 eV の CF3
+および F+イオンを照射した表面に XPS 分析による組成および化学結合状

態の Ar＋イオン照射時間による変化を示す。表面近傍において、CF3
+イオン照射では F+イオン照

射に比べて、酸素組成が低く YF3に起因する結合が多い。さらに、炭素原子は Y2O3内部にほとん

ど侵入していない。したがって、CF3
+イオン照射では、炭素により Y2O3の酸素が効率的に除去さ

れ、YF3に変化していると考えられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. CF3
+および F+照射表面における対する Ar+イオン照射による深さ分析 

sec sec 

コメントの追加 [h1]:  

第81回応用物理学会秋季学術講演会 講演予稿集 (2020 オンライン開催)11p-Z03-7 

© 2020年 応用物理学会 07-080 8.2


